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Bei der Untersuchung der Feldemission aus Halb-
leitern beobachtet man oft nichtlineare Kennlinien 2, 
die durch einen Spannungsabfall am Emitter bedingt 
sind. Da der Spannungsabfall hauptsächlich vom spezi-
fischen Widerstand des Emittermaterials abhängt3, 
stellt er einen Volumeneffekt dar, der den ausschließ-
lich durch die Oberflächeneigenschaften bestimmten 
Emissionsvorgang überdeckt. Zur Klärung des Emis-
sionsmechanismus ist es aus diesem Grunde zweckmä-
ßiger, Halbleiter mit geringem spezifischem Widerstand 
zu untersuchen, die den zusätzlichen Effekt des Span-
nungsabfalls nicht zeigen. Als zu untersuchendes Mate-
rial wurde stark mit Silber dotiertes CdSb ausgewählt. 
Die verwendeten Kristalle waren p-leitend (Silber er-
gibt in CdSb flach liegende Akzeptoren 4) und hatten 
eine Störstellenkonzentration von 1017 . . . 1018 c m - 3 . 
Nach übereinstimmenden Messungen verschiedener 
Autoren 5' 6 liegt die spezifische Leitfähigkeit für solche 
Störstellenkonzentrationen bei 1 . . . 102 Q~ x c m - 1 und 
hängt zwischen 80 °K und 300 °K nur wenig von der 
Temperatur ab. Für Leitfähigkeiten dieser Größenord-
nung kann ein Spannungsabfall am Emitter ausge-
schlossen werden 3. 

Die Emitter wurden aus großen Einkristallen ge-
schnitten und nach der bei SAVAGE 7 beschriebenen Me-
thode gehaltert. Die für die Feldemission notwendigen 
feinen Spitzen wurden durch elektrolytisches Ätzen in 
einem Gemisch aus HF, H2Oa und Glycerin im Verhält-
nis 2 : 4 : 4 (diese Lösung hatte sich bei chemischen 
Ätzuntersuchungen als günstig erwiesen8) bei Gleich-
spannungen von 6 . . . 24 V mit dem Kristall als Anode 
hergestellt. Die erzielten Spitzenradien lagen zwischen 
5000 Ä und 15 000 Ä. Wegen des hohen dissoziativen 
Dampfdrucks des CdSb9 konnten die Versuchsröhren 
nur bei einer Temperatur von 100 . . . 150 °C ausge-
heizt werden, so daß bei Vakua von 5 • 10~9 . . . 1 0 - 8 

Torr gemessen wurde. Die in einigen Fällen beobach-
tete Instabilität des Emissionsstroms kann möglicher-
weise in zu hohem Restgasdruck ihre Ursache haben. 
Ein symmetrisches Emissionsbild konnte nicht erhalten 
werden. 

In allen untersuchten Fällen ergaben sich geradlinige 
Strom-Spannungs-Kennlinien mit von der Belichtung 
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und der Temperatur unabhängigem Emissionsstrom. 
Die Orientierung der Kristalle hatte keinen Einfluß auf 
das Emissionsverhalten. Abb. 1 zeigt bei Zimmertem-
peratur und bei der Temperatur des flüssigen Stick-
stoffs aufgenommene Kennlinien. 

Abb. 1. Temperaturabhängigkeit des Feldemissionsstroms für 
silberdotiertes CdSb. 

Das gefundene Emissionsverhalten kann gedeutet 
werden, wenn man annimmt, daß das Leitungsband in-
folge Feldeindringung an der Oberfläche entartet ist. 
Wegen der geringen Breite der verbotenen Zone des 
CdSb von etwa 0,44 . . . 0,46 eV 10 muß man gleichzei-
tige Emission aus dem Leitungsband und dem Valenz-
band berücksichtigen. Während der Emissionsstrom aus 
dem Valenzband stets temperaturunabhängig ist, gilt 
das bei Emission aus dem Leitungsband nur, wenn 
Entartung vorliegt Im entgegengesetzten Falle wäre 
der Emissionsstrom aus dem Leitungsband von der 
Elektronenkonzentration und damit von der Belichtung 
und der Temperatur abhängig. Ein solcher Effekt 
konnte aber für keinen der untersuchten Kristalle be-
obachtet werden. Man kann folglich schließen, daß die 
Oberflächenzustandsdichte nicht für eine Abschirmung 
des äußeren Feldes ausreicht. 
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